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１．概要（Summary）

  ダイヤモンドは半導体として優れた物性値をもち、次世

代パワー半導体材料として期待される。ダイヤモンド表面

上にトレンチを形成し、表面にソース電極・ゲート電極、裏

面にドレイン電極を形成し、水素終端ダイヤ表面に誘起さ

れる二次元正孔ガス(2DHG)をキャリアとする縦型 2DHG

ダイヤモンド MOSFET の作製及びその評価を行った。

２．実験（Experimental）

【利用した主な装置】

両面マスクアライナ

イオンビームスパッタ装置

高耐圧デバイス測定装置

【実験方法】

p+ダイヤモンド上に CVD 法を用いてアンドープ層

及び段階的に濃度変化させた窒素ドープ層を 2㎛成膜

し、ICP-RIE にて深さ 4 ㎛、幅 2~4 ㎛のトレンチを形

成、その後 2DHG 誘起のためアンドープ層 200nm を

再度エピタキシャル成長させ、高温 ALD 法により

Al2O3を 200nm 形成した。

３．結果と考察（Results and Discussion）

作製したデバイスの写真を Fig.1 に示す。微細化により、

トレンチからソースまでの距離が６㎛となっている。

Fig.1 Picture of 2DHG Diamond MOSFET

作製したデバイスの IDS-VDS 特性を Fig.2 に示す。VDS

＝50V において、最大ドレイン電流密度 IDS＝180mA/mm

を得られ、ゲート電圧による電流変調を確認した。

Fig.2 IDS-VDS characteristics
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